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 要  旨 
  
V-I 変換回路は、アナログ回路の中でももっともよく使用されるオペアンプやフィルタ回路の
入力段として用いられている。この V-I 変換回路には、低オフセット電圧、低入力バイアス電流、
高い電圧電流変換効率、高速性、低消費電力、低ひずみ、低電源電圧動作などが求められる。 
 現在、CMOS LSI は低消費電力化や微細化に伴い、電源電圧が低下している。電源電圧の低下
により、CMOS 技術を用いた回路は、NMOS と PMOS トランジスタのしきい値電圧の合計に近
い電源電圧での動作を要求される。特に、ゲート端子を入力とした構成の許容入力電圧幅は、し
きい値電圧の大きさだけ小さく、低電源電圧には向かない。そこで、この低電源電圧動作の要求
に対して、ゲート端子を入力として用いない、Floating Voltage Controlled Voltage Source 以下
「FVCVS」技術を用いた低電源電圧 V-I 変換回路[1]の研究が行われてきた。 
 低電源電圧 V-I 変換回路[1]の特徴は、PMOS 電流源と NMOS 電流源の間に信号を入力すると
ころである。各電流源に流れる電流が同一になるように制御することで、V-I 変換を行う。しか
し、回路[1]の構成では、各電流源に流れる電流を一致させることは難しく、電流の誤差が入力バ
イアス電流を発生させてしまう。 
 本研究では、従来のゲート端子を入力として用いない、FVCVS 技術を用いた回路と同様の構
成を採用し、低電源電圧 V-I 変換回路[1]のカレント・ミラー回路について、ドレイン電圧を一致
させることによって、入力バイアス電流の低減を図る。 
 評価は、HSPICE を用いて行い、電源電圧 1V においてトランジスタ特性のばらつきを考慮し
ない場合、入力バイアス電流を従来回路の約 70 分の 1 である 27nA に抑えられることを確認で
きた。 
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